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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月9日(2012.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＪＦＥＴコンポーネントと、
　ＪＦＥＴコンポーネントに近接して配置された第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴと、
　トレンチ底部端においてＪＦＥＴコンポーネントに近接して配置された第２の蓄積型Ｍ
ＯＳＦＥＴと、
　を含み、
　ＪＦＥＴコンポーネント、第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴ
が当該装置のバルクシリコン領域を流れる電流を生じさせるように構成されているハイブ
リッドパワー電界効果トランジスタ装置。
【請求項２】
　チャネル装置中のｎ＋ソースとｐ＋コンタクトを連結することなく、縦型コンタクトト
レンチの側壁に形成され、ＪＦＥＴコンポーネントの側方に配置された第１のショットキ
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ー領域をさらに含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴは、トレンチ側壁の薄膜酸
化物およびトレンチ底部に近い厚膜ゲート酸化物領域を含み、ゲート－トレイン容量を低
減する請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴが自己位置決めを容易にす
るように、高電流設計レイアウトにより配置される請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　装置のバルクシリコン領域を通る誘導電流フローがゲート酸化物の拡散を低減するよう
に構成される請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび前記第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴがＮチャネルＭＯＳＦ
ＥＴである請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第２のＭＯＳＦＥＴが前記ソースと接続する絶縁ゲートを有する請求項１に記載の
装置。
【請求項８】
　ＪＦＥＴコンポーネント、第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴ
がトレンチ型縦型装置として形成されている請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　ＪＦＥＴコンポーネントと、
　ＪＦＥＴコンポーネントに近接して配置された第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴと、
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴの反対側のＪＦＥＴコンポーネントに近接して配置された第
２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴと、
　を含み、
　ＪＦＥＴコンポーネント、第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴ
が装置のバルクシリコン領域を通る電流フローを引き起こすように構成され、ＪＦＥＴコ
ンポーネント、第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴはトレンチ型
縦型構造として形成されているパワーＭＯＳＦＥＴ装置。
【請求項１０】
　ＪＦＥＴコンポーネントの側方に配置された第１のショットキー領域と、
　第１のショットキー領域とは反対側のＪＦＥＴコンポーネントの側方に配置された第２
のショットキー領域とを、
さらに含む請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴが厚膜でより下方の酸化物
ゲート領域を含み、ゲート－ドレイン容量を低減する請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴが自己位置決めを容易にす
る高電流設計レイアウトに従って配置されている請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　装置のバルクシリコン領域を通る誘導電流フローがゲート酸化物の拡散を低減するよう
に構成されている請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴがＮチャネル型ＭＯＳＦＥ
Ｔである請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴがＰチャネル型ＭＯＳＦＥ
Ｔである請求項９に記載の装置。
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【請求項１６】
　ＪＦＥＴコンポーネントと、
　ＪＦＥＴコンポーネントに近接して配置された第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴと、
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴとは反対側のＦＥＴコンポーネントに近接して配置された第
２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴと、
　ＪＦＥＴコンポーネントの側方に配置された第１のショットキー領域と、
　第１のショットキー領域とは反対側のＪＦＥＴコンポーネントの側方に配置された第２
のショットキー領域と、
　を含み、
　ＪＦＥＴコンポーネント、第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴ
が装置のバルクシリコン領域を通る電流を引き起こすように構成されているパワーＦＥＴ
装置。
【請求項１７】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴが厚膜でより下方の酸化物
ゲート領域を含み、ゲート－ドレイン容量を低減する請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴが自己位置決めを容易にす
るように高電流設計レイアウトに従って配置されている請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　装置のバルクシリコン領域を通る誘導電流フローがゲート酸化物の拡散を低減するよう
に構成される請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴおよび第２の蓄積型ＭＯＳＦＥＴのドレイン領域が縦型コン
タクトトレンチと接する請求項１、９および１６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
　第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴのソース領域が第１の蓄積型ＭＯＳＦＥＴのドレイン領域の
反対側にある請求項１、９および１６のいずれか１項に記載の装置。
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